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Пористый кремний (por-Si) широко применяется для изготовления сенсоров. В настоящей работе для функционализации поверхности пористого кремния проводилось осаждение олова методом вакуумно-термического напыления. Образцы пористого кремния получали из пластин монокристаллического кремния (КЭФ, ориентация 100, удельное сопротивление 0,2 Ом·см) электрохимическим анодированием в электролите на основе плавиковой кислоты [1]. Пластины пористого кремния покрывали оксидом олова методом термического вакуумного напыления (ВУП-4). Давление остаточных газов в камере установки порядка 5∙10-5 – 10-4 мм.рт.ст. Толщина металлической плёнки составляла 200 нм, скорость напыления – 3-5 нм/с. Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS) проводили анализ поверхности материалов. Обзорные спектров рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS) и спектры остовных уровней образцов исходного por-Si и нанокомпозита por-Si:Sn получены на лабораторном спектрометре (SPECS ФТИ УРО РАН), по методике [2].Анализ обзорных спектров XPS показывает наличие некоторого количества естественных углеводородных загрязнений на исследуемых образцах. Обзорные спектры XPS показывают наличие линий, соответствующих основным уровням, следующих элементов (таблица 1). На обзорном спектре образцов нанокомпозита por-Si:Sn наряду с этими же уровнями наиболее интенсивными являются остовные уровни олова. Для обработки полученных спектров XPS использовалась база данных остовных уровней различных элементов.
Таблица 1. Спектры XPS por-Si
	Элемент
	Eb, эВ
	Элемент
	Eb, эВ

	por-Si
	por-Si:Sn

	Si 2p
	99 - 104
	Sn 4d
	24-27

	Si 2s
	150 - 155
	Sn 4p
	85-86

	O 1s
	530 - 533
	Sn 3d
	482-492

	C 1s
	285
	Sn 3p
	714-717

	Мо 3d
	229-231
	Sn 4d
	24-27


Полученные результаты показали, что при использовании вакуумно-термического испарения олово осаждается на поверхности пористого слоя в виде островковой пленки и замедляет окисление пористого слоя. Таким образом, данные результаты говорят о том, что добавка олова на поверхность пористого кремния ограничивает его окисление, снижая характерный сигнал SiO2. Это может быть связано с пассивацией поверхности и образованием защитного слоя, что может иметь значение в определенных приложениях материала.
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